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公開Ⅳ．事業化、実用化の見通し
事業原簿 PⅣ-2 実用化・事業化までのシナリオと実用化イメージ

ナノ構造部材オプティカル新機能応用

本プロジェクトによる光論理ゲートを使用した全光の演算素子は、その省エ
ネルギー特性から、次世代ＩＣの有望な候補と考えられる。また、量子コン
ピ テ ングや ナノフォト クス集積論理回路など の展開も行える さらピューティングや、ナノフォトニクス集積論理回路などへの展開も行える。さら
に、半導体量子ドット物性、ナノ加工技術の成果から、発光素子、受光素子、
などの分野への応用も考えられる。

技術の革新 ⇒ 新産業基盤の創出
ネットワーク情報機器

近接場光

ネットワ ク

・光スイッチ
・ルータ

情報機器

・パソコンCPU
・FPGA
・サーバー

入力光
信号

出力光
信号 家電・業務機器

・受・発光デバイス
・省エネフィルム

ディスプレイ

・ストレージ

電子デバイス ⇒ 全光デバイス
伝搬光 ⇒ 近接場光

・省エネフィルム

・可視光イメージン
グデバイス

・FPD(偏光板)
・画像フィルタ
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伝搬光 近接場光

公開Ⅳ．事業化、実用化の見通し
事業原簿 PⅣ-5

プ ジ クト成果の実用化にあた は いかに知的財産権 守られ いる

特許出願件数

プロジェクト成果の実用化にあたっては、いかに知的財産権で守られている
かが重要なポイントである。本プロジェクトでは、プロジェクト期間中に59件特
許出願した。出願にあたっては基本的には参加各社のシナリオで特許出願し
た。そしてナノフォトニクス推進機構内に「知的財産専門委員会」を設置して、
本プロジェクトで開発した技術、特許、ノウハウの有効利用、維持管理等を遂
行した。行 。

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 計

出願件数

東京大学 0 5 4 3 2 14

基盤技術研究開発
ナノ構造部材数値解析ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術 0 0 0

34

出願件数

ナノ構造部材数値解析ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術
ナノ構造部材作製技術
ナノ構造部材評価技術
ナノ構造部材ｵﾌﾟﾃｨｶﾙ新機能応用技術

0
0
0
1

0
1
0
3

0
2
2
9

0
0
8

3
1
4

ナノ構造を用いた偏光制御部材研究開発
ナ 構造を用 た偏光制御部材設計技術

11
ナノ構造を用いた偏光制御部材設計技術
ナノ構造を用いた偏光制御部材作製技術

0
1

0
3

0
5

0
2

0
0

年度小計 2 12 22 13 10

総計 59
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総計 59
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◆ナノフォトニクスの基盤技術
の研究
◆多様な産学連携研究




